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安価な樹皮炭を用いて合成を行っても単相のAl4SiC4が合成可能
ここでは更に安価に合成するためにMe-Siの代替としてシリコンスラッジ使用

シリコンスラッジ

シリコンスラッジとはインゴットと呼ばれる単結晶Siをシリコ

ンウエハーに加工、あるいはシリコンウエハーから製品形状に
加工する際に出るスラリー状の切削くずの事である。

Al4SiC4の製造

Me-Al Me-Si Graphite

Al4SiC4

1700 C-5 h-Ar

凝集粒子が生成
粉砕が困難
原料コストが高価
製造コストが高価

鱗状黒鉛使用時

樹皮炭を用いたAl4SiC4の合成

Me-Al Me-Si Bark charcoal

Al4SiC4

1700 C-5 h-Ar

単結晶粒子が生成
粉砕が容易
原料コストの安価
製造コストの安価

樹皮炭使用時

シリコンスラッジ使用によるAl4SiC4の合成

1700 C, 10 C/min, 5 h, Ar (2 L/min)       

Bark charcoal / 1000 C / 88.2 % 

Al4C3を含まないAl4SiC4はシリコンスラッジからも
合成可能であり、より安価に合成可能となる

Me-Al

a) Me-Si / #350 b) シリコンスラッジ / 100C-10 days

インゴット

シリコンウエハー

シリコンスラッジ

シリコンスラッジは
エチレングリコール
や水を多く含むスラ
リーであるため、こ
れを100℃、10日間で
乾燥した粉末を使用

切削屑であるため
粒径が細かく、

ブロードになって
いると思われる

シリコンスラッジ/合成後

Al4C3の生成認められない
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